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Aus den Vortrigen:

H. A. SCHELL, Erlangen: Atzuntersuchungen an Halbleifer-
stoffen.

Die elektrischen Kigenschaften eines Halbleiterkristalls hangen
nicht nur von seinem Gehalt an chemischen Storstellen, sondern
auch von seinen Baufehlern ab. In dieser Hinsicht kommen in
Einkristallen die unregelmifBig und in Kleinwinkel-Korngrenzen
regelmifBig angeordneten Versetzungen in Betracht. Mit Hilfe
chemischer Atzung wurden an Ge- und GaAs-Kristallen die Ver-
teilung der Versetzungen und das Auftreten von Kleinwinkel-
Korngrenzen untersucht. Ein beziiglich der Versetzungen ausdeut-
bares Atzbild ist zu erreichen, wenn: 1. die Oberfliche nur wenig
von einer {111}-, {100)- oder {110)-Ebene abweicht und 2. die
Atzung ,nicht bevorzugend® ang reift, wenn also vermieden wird,
daB rein kristallographisch bedingte Gruben die mit den Verset-
zungen zusammenhingenden Gruben iiberdecken. Die Gestalt, die
Anordnung und das Verhalten der Atzgruben erméglichten Schliisse
iber die Versetzungen. HEs wurde erneut bestitigt, dalf in Klein-
winkel-Komngrenzen sieh dic (regelmiaBig angeordneten) Atz-
gruben und Stufenversetzungen genau entsprechen. Was jedoch
die unregelmiBig verteilten Atzgruben betrifft, so 1aBt sich aus der
Atzung einer einzelnen Flichenschar nicht die gesamte Ver-
setzungsdichte in einem Kristall ermitteln. In Ge-Kristallen, die
nach dem Kyropowlos-Verfahren hergestellt worden waren, wur-
den mittels der Atzung iiber 75 9% der Versetzungen erfat. Hohe
Diffusionslinge der Minorititstrager trat bei Kristallen auf, die
niedrige Versetzungsdichte besalen.

G. BOGNER und E. MOLL WO, Yrlangen: Herstellung von
Zinkoxyd- Einkristallen mit definierten Zusditzen.

Es wurde eine Apparatur beschrieben, in der ZnO-Einkristalle
mit definierten Fremdzusitzen aus der Dampiphase hergestelit
werden konnen. Dabei wurde der Zink- und Zusatzmetalldampf
gleichzeitig oxydiert und in die wachsenden Kristalle bei 1300 bis
1400 °C eingebaut. Es gelang nieht Ag in spektralanalytiseh (Nach-
weisgrenze = 1,56-10'7 Ag-Atome/em?®) oder durch die elektrische
Leitfahigkeit nachweisbaren Mengen einzubauen.

Kupfer wurde bis zu einer Konzentration von 10 Atome/em?
in die ZnO-Einkristalle eingebaut. Der Kupfer-Einbau hatte eine
Krniedrigung der elektrischen Leitfahigkeit bei 20°C bis auf
1072 Q7! em™! zur Folge gegeniiber einer Leitfdhigkeit von durch-
sehnittlich 1 O™ em™ bei Kristallen ohne absichtlichen Zusatz.

Der mit dem Verfahren maximal erreichte Indium-Zusatz in
den ZnO-Binkristallen betrug 2-10?° Atome/em3. Mit dem Einbau
von Indium in die ZnO-Kristalle war ein Anstieg der elektrischen
Leitfahigkeit bei 20 °C bis auf 400 Q—! em™ bei der hochsten
Indium-Konzentration zu beobachten. Fir Indium-Konzentra-
tionen < 7-10® Atome/cm? waren die Leitfihigkeit und der In-
dium-Gehalt der Kristalle nahezu proportional. Der Kupfer- und
Indinm-Zusatz lieBen die Lage der Eigenabsorptionskante und
den unmittelbar nach langen Wellenlingen anschlieBenden Spek-
tralbereich ungeandert. Die Absorptionskonstante der Kristalle
im kurzwelligen Infrarot dagegen wurde mit steigender Leitfzhig-
keit grofier. Kristalle mit Kupfer-Zusatz besaflen die kleinste Ab-
sorptionskonstante. Bei den Kristallen mit Indinm-Zusatz wurde
die Infrarotabsorption so stark, dafl ihr kurzwelliger Ausliufer bis
ins sichtbare Spektralgebiet hereinreichte und eine Blauiirbung
der Kristalle zur Folge hatte.

P. JOOS, Miinchen: Uber die Mikrohdrte von Glasoberflichen.

Bei Mikrohirtemessungen beobaehtet man eine plastische Ver-
formung des im kompakten sehr sproden Glases. Beim Ritzen von
Glas mit einem Diamanten entsteht unter geringer Belastung eine
plastisch eingeprigte Spur, bei etwas gréferer Belastung beobach-
tet man sogar Ritzlocken. Bisher erklirte man das Uberschreiten
der Bruchgrenze und das Erreichen des Plastizititsdruckes mit
Hilfe der Theorie von G'7iffith. Hierbei sollte das Material durch
Spriinge mechanisch geschwicht sein, bei der Beanspruehung in
Mikrobereichen aber gréflere Festigkeit zeigen. Es wurde nun vom
Vortr. der Einflul des Wassergehaltes des Glases und der um-
gebenden Atmosphire auf das plastische Verhalten der Glasober-
fliche untersucht. Die Proben wurden im Vakuum ausgeheizt und
im Vakuum, nach neuer Absorption von Wasser sowohl im Wasser-
dampf als aueh im Vakuum geritzt.
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lis zeigl sich, dafl eine frisch ausgeheizte Glasoberfliche nieht
mehr plastisch ist, durch Zugabe von Wasserdampf nach einiger
Zeit die Plastizitit aber wieder in Erscheinung tritt, und zwar
schneller, wenn beim Ritzen die umgebende Atmosphire wasser-
haltig ist.

M. KEILHACKER, Minchen: Zum DMechanismus von

Drahtexplosionen.

Ein Kondensator (Kapazitat 0,7 uF, Aufladespannung 50 bis
100 kV) wurde iiber diinne Metalldriahte (zum Beispiel 0,1 mm 2 :
10 ¢m lang) entladen, die dabei Energien aufnahmen, die teil-
weise bmal so gro3 waren wie unter Normalbedingungen zur volli-
gen Verdampfung noétig ist. Man kann deshalb annehmen, daf sich
das Metall vor der Stromunterbrechung im Zustand einer iiber-
hitzten Flussigkeit befindet. Die dabei erreichte Temperatur
kann man dann aus einer Energiebilanz abschitzen. Fiir dic
Versuehe ergaben sich teilweise Temperaturen von iiber 50000 °C.
wenn man konstante Temperatur iiber den Drahtquerschnitt an-
nimmt. Messungen des zeitlichen Verlaufs der Lichtintensitat
weisen jedoeh auf einen starken Temperaturgradienten hin, und
zwaT mufl die Temperatur in der Drahtachse viel hoher sein als in
der Randzome. Die Abklingzeit des Lichtimpulses ist namlich
etwa um 2 Zehnerpotenzen kiirzer als bei Temperaturausgleich zu
erwarten wire. Lost man die Wéirmeleitungsgleichung fiir den
stationaren Fall (der allerdings bei den vorliegenden Versuchen
noeh nicht realisiert ist) unter der Annahme, dall demn Draht eine
konstante Leistungsdichte zugefiihrt wird, so erhalt man einen
parabelférmigen Temperaturverlauf iiber den Drahtquerschnitt,
der in gutem Einklang mit den Experimenten steht. [VB 968},
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A. RABENAU,
dioxyd.

In allen biniren Systemen des Zirkondioxyds mit Oxyden zwei-
und dreiwertiger Ionen, bei denen die kubische Fluorit-Phase ge-
bildet wird, handelt es sich um Mischkristalle mit Sauerstoff-
Leerstellenl). Bei ihrer Untersuchung wird die Messung der Tem-
peraturabhiingigkeit der Leitfihigkeit herangezogen, da sich der
Ubergang von der monoklinen in die tetragonale Modifikation des
Z1r0, durch einen Sprung in der Leitfihigkeit anzeigt.

Auf Versuche, Regeln fiir diese Systeme aufzustellen, wird ein-
gegangen?). Es kann gezeigt werden, dal fiir die Bildung der ku-
bischen Mischkristalle zwei Einfliisse eine Rolle spielen: 1. Der
heteropolare Bindungsanteil soll moglichst grof sein, d. h. die
Elektronegativitit des Metallions soll klein sein. 2. Der Radien-
einflull. Der Radius des Fremdkations soll grofier sein als der des
Zrt+, da dadurch die Fluorit-Struktur begiinstigt wird.

Aachen: Strukturprobleme beim Zirkon-
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Stabilisierung der kubischen Fluoritphase beim Zirkondioxyd

Ein kleineres Metallion kann nur dann die kubische Phase sta-
bilisieren, wenn gleichzeitig die Elektronegativitiat klein ist. Wie
Bild 1 zeigt, 148t sieh das gesamte z. Zt. verfiigbare experimentelle
Material unter diesem Gesichtspunkt ordnen. Ionen fiir die die
Bildung des kubischen Mischkristalles nachgewiesen ist, sind un-
terstrichen. [VB 967}
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